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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明基板上に積層した透明電極材の上面のフォトレジストをフォトリソグラフィによりパ
ターン形成する工程と、フォトエッチングによりフォトレジストで覆われていない透明電
極材を除去してパターン化された透明電極を形成する工程と、該透明電極上のフォトレジ
ストを残したまま前記透明基板の上面に遮光膜を積層する工程と、該フォトレジスト上の
遮光膜及び該フォトレジストを除去する工程と、該透明電極の間に残された遮光膜と該透
明電極との間、及び該透明電極の間に残された遮光膜の上面を覆うように絶縁層を形成す
る工程と、さらに、それらの上面に有機エレクトロルミネセンス層、及びパターン化され
た金属電極を順次形成する工程とを含む表示素子の製造方法。
【請求項２】
請求項１において、遮光膜の材料がアルミニウム、モリブデン、タングステン、タンタル
、クロムのうちいずれかであることを特徴とする表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示素子及び表示素子の製造方法に関する。特に、コントラストの高い表示素
子及びコントラストを高める表示素子の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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有機エレクトロルミネセンス（以後、「エレクトロルミネセンス」を「ＥＬ」と略記）表
示素子は、表示デバイス、光源として期待されている。現在表示素子として主流の液晶表
示素子に対して、有機ＥＬ表示素子は自発光素子であるために広い利用範囲が予想されて
いる。
【０００３】
しかし、有機ＥＬ表示素子の製造方法に関して越えるべき課題を残している。即ち、ガラ
ス基板に陽極である透明電極を形成し、その上に有機ＥＬ層、及び陰極である金属電極を
順次積層した構造の有機ＥＬ表示素子素子において、陰極を形成するためのウェットエッ
チング工程又はドライエッチング工程で使用する溶剤、現像液、エッチング液、剥離液が
有機ＥＬ層に進入して、性能劣化や寿命劣化を生じさせる。
【０００４】
そのために、陰極を形成する方法として、予め隔壁を設けておいて、その上から金属膜を
蒸着し、隔壁により金属電極となる部分を分断する隔壁形成法（例えば、特許文献１参照
。）と、金属電極をマスク蒸着により形成する塗り分け法（例えば、特許文献２参照。）
が検討されている。
【０００５】
隔壁形成法を図１に示す。図１において、８１はガラス基板、８２は透明電極、８３は有
機ＥＬ層、８４は金属電極、８５は絶縁膜、８６は隔壁、８７は金属電極と同じ材料の金
属材料である。ガラス基板８１の上面に、陽極である透明電極８２を形成し、その上面に
有機ＥＬ層８３と絶縁膜８５を形成する。絶縁膜８５の上に隔壁８６を設けて、その上か
ら前面に陰極となる金属材料を蒸着すると、陰極となる金属電極８４が分離形成される。
しかし、隔壁８６は逆テーパ状またはオーバハング状に形成しなければならず、隔壁上の
金属材料８７が金属電極８４と完全に分離されないと金属電極間でショートが発生しやす
い。
【０００６】
塗り分け法を図２に示す、図２において、８１はガラス基板、８２は透明電極、８３は有
機ＥＬ層、８４は金属電極、８５は絶縁膜である。ガラス基板８１の上面に、陽極である
透明電極８２を形成し、その上面に有機ＥＬ層８３と絶縁膜８５を形成する。陰極となる
金属電極８４はマスク等でパターニングして蒸着するため、構造は簡易となる。しかし、
金属電極の隙間から金属電極の裏側にある吸湿剤や封止板が見えてしまい、表示品位の低
下となっていた。また、金属電極の隙間から表示面と反対方向からの光（図２における矢
印）が漏れるため、十分なコントラストが得られない等の表示品位の低下を招いていた。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００１－２８１４４０号公報　（第１図）
【特許文献２】
特開平１０－２１４０４３号公報　（第１図）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような問題を解決するために、コントラストを高める表示素子の製造方法
及びコントラストの高い表示素子を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するために、本願第一発明は、透明基板上に積層した透明電極材の上
面のフォトレジストをフォトリソグラフィによりパターン形成する工程と、フォトエッチ
ングによりフォトレジストで覆われていない透明電極材を除去してパターン化された透明
電極を形成する工程と、該透明電極上のフォトレジストを残したまま前記透明基板の上面
に遮光膜を積層する工程と、該フォトレジスト上の遮光膜及び該フォトレジストを除去す
る工程とを含む透明電極の間に遮光膜を形成する表示素子の製造方法である。
【００１０】
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本願第二発明は、透明基板上に積層した透明電極材の上面のフォトレジストをフォトリソ
グラフィによりパターン形成する工程と、フォトエッチングによりフォトレジストで覆わ
れていない透明電極材を除去してパターン化された透明電極を形成する工程と、該透明電
極上のフォトレジストを残したまま前記透明基板の上面に遮光膜を積層する工程と、該フ
ォトレジスト上の遮光膜及び該フォトレジストを除去する工程と、該透明電極の間に残さ
れた遮光膜と該透明電極との間、及び該透明電極の間に残された遮光膜の上面を覆うよう
に絶縁層を形成する工程と、さらに、それらの上面に有機エレクトロルミネセンス層、及
びパターン化された金属電極を順次形成する工程とを含む表示素子の製造方法である。
【００１１】
本願第三発明は、本願第一発明又は第二発明において、遮光膜の材料がアルミニウム、モ
リブデン、タングステン、タンタル、クロム、金属シリサイドのうちいずれかであること
を特徴とする表示素子の製造方法である。
【００１２】
本願第四発明は、透明基板上にパターン化された透明電極と、該透明電極の間に形成され
た遮光膜と、該パターン化された透明電極と該遮光膜との間、及び該遮光膜の上面を覆う
絶縁層と、それらの上面に形成された有機エレクトロルミネセンス層と、少なくとも該有
機エレクトロルミネセンス層の上面にパターン化された金属電極とを有する表示素子であ
る。
【００１３】
本願第五発明は、本願第四発明において、遮光膜の材料がアルミニウム、モリブデン、タ
ングステン、タンタル、クロム、金属シリサイドのうちいずれかであることを特徴とする
表示素子である。
【００１４】
本願第六発明は、本願第四発明又は第五発明の前記透明基板の側に、４分の１λ板と偏光
子とを備えることを特徴とする表示素子。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
本発明の実施形態である表示素子の製造方法とその製造方法によって製造した表示素子に
ついて説明する。図３は、透明電極の間に反射膜を形成する表示素子の製造方法である。
図３において、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）は工程の順番を表し、１１は透
明基板、１２は透明電極、１３はフォトレジスト、１４は遮光膜、１５は遮光膜と同じ材
料である。
【００１６】
透明基板１１としては、ガラス基板、フレキシブル基板、カラーフィルタや色変換膜ある
いは誘電体反射膜が形成された基板を含む。カラーフィルタはその特性を調整し、効率や
色純度を最適化できる。色変換膜は、ＥＬ発光の光を吸収し、蛍光変換膜の蛍光体から光
を放出させることで、発光色の色変換を行わせる。誘電体多層膜はカラーフィルタの代わ
りに、所定の波長の光を透過させる。
【００１７】
陽極として使用する透明電極１２には高仕事関数で正孔注入の容易な金属が適するため、
透明化の容易な金属が使用できる。透明化の容易な金属には、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide
）、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）、ＳｎＯ２（酸化スズ）、Ｉｎ２Ｏ３（酸化インジ
ウム）、ＡｕやＮｉなどがある。
遮光膜１４の材料としては、アルミニウム、モリブデン、タングステン、タンタル、クロ
ム、金属シリサイドが使用できる。また、絶縁体としてはブラックレジスト等の黒色の絶
縁膜用レジストを使用することができる。
【００１８】
図３において、透明基板１１の上に透明電極１２となる材料を積層し、さらにその上面に
フォトレジスト１３を塗布する（図３（ａ））。フォトレジスト１３をフォトリソグラフ
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ィにより所定の形状にパターン形成する（図３（ｂ））。フォトエッチングによりフォト
レジスト１３で覆われていない透明電極材料を除去して、パターン化された透明電極を形
成する（図３（ｃ））。透明電極１２がフォトレジストよりも線幅が細くなるように、透
明電極をフォトエッチングする。このため、フォトエッチングには等方性でエッチングさ
れる方法を選択することが好ましい。次に、フォトレジストを残したまま、遮光膜となる
材料を透明基板の上面に遮光膜を積層する（図３（ｄ））。積層する方法としては、蒸着
法、スパッタ法、ＰＥ－ＣＶＤ（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition）法が適
用できる。遮光膜の材料としてアルミニウムを使用した場合は、厚さ１５０ｎｍ以上が好
ましい。透明電極１２の上のフォトレジスト１３及び遮光膜と同じ材料１５を除去する（
図３（ｅ））。フォトレジスト１３の剥離と同時に遮光膜と同じ材料１５をリフトオフ法
により除去すると製造工程が簡易になる。剥離には、４～７重量％の水酸化カリウム又は
水酸化ナトリウムを溶かせた剥離液を用いることが好適である。剥離液温度は摂氏３５～
４５度にすることが望ましい。さらに、遮光膜の材料としてモリブデン、タングステン、
タンタル、クロムを使用した場合は、剥離液中で超音波を印加すると剥離が容易になる。
本実施の形態で説明した製造方法で製造された表示素子では、図３（ｅ）に示すように、
透明電極と遮光膜との間に一定の隙間を設けることができる。
【００１９】
本製造方法は、有機ＥＬ表示素子のみならず、透明基板に透明電極を設けた表示素子であ
って、透明電極間に一定の隙間をもって遮光膜を形成する表示素子に適用することができ
る。
【００２０】
このような製造方法で透明電極の間に遮光膜を形成すると、自己整合的に遮光膜のパター
ンを形成することができるため、表示素子の製造工程が簡易になる。また、遮光膜をアル
ミニウム、モリブデン、タングステン、タンタル、クロム等の金属材料で形成した場合で
も、このような製造方法で形成した遮光膜は透明電極とショートすることを防止すること
ができる。
【００２１】
また、透明電極の間に遮光膜を有する表示素子は、金属電極間の隙間からの光漏れを遮断
することが可能となり、表示素子の表示品位を向上させることができる。
【００２２】
（実施の形態２）
本発明の実施形態である有機ＥＬ層を有する表示素子の製造方法とその製造方法によって
製造した表示素子について説明する。図４は、有機ＥＬ発光表示素子を製造する製造工程
を説明する図である。図４において、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は工程の順番を表し、１１
は透明基板、１２は透明電極、１４は遮光膜、１６は絶縁膜、１７は有機ＥＬ層、１８は
金属電極である。
【００２３】
透明基板１１としては、ガラス基板、フレキシブル基板、カラーフィルタや色変換膜ある
いは誘電体反射膜が形成された基板を含む。カラーフィルタはその特性を調整し、効率や
色純度を最適化できる。色変換膜は、ＥＬ発光の光を吸収し、蛍光変換膜の蛍光体から光
を放出させることで、発光色の色変換を行わせる。誘電体多層膜はカラーフィルタの代わ
りに、所定の波長の光を透過させる。
【００２４】
陽極として使用する透明電極１２には高仕事関数で正孔注入の容易な金属が適するため、
透明化の容易な金属が使用できる。透明化の容易な金属には、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide
）、ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）、ＳｎＯ２（酸化スズ）、Ｉｎ２Ｏ３（酸化インジ
ウム）、ＡｕやＮｉなどがある。
【００２５】
遮光膜１４の材料としては、アルミニウム、モリブデン、タングステン、タンタル、クロ
ム、金属シリサイドが使用できる。また、絶縁体としてはブラックレジスト等の黒色の絶
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縁膜用レジストを使用することができる。
【００２６】
電気的絶縁のために用いる絶縁膜１６としては、ＳｉＯ２やＳｉ３Ｎ４等の無機膜や、ポ
リイミド等の有機膜を用いることができる。
【００２７】
有機ＥＬ層１７には、必要な場合には正孔注入輸送層、有機ＥＬ発光層、電子注入輸送層
を含む。正孔注入輸送層は、正孔注入電極から正孔の注入を容易にする機能、正孔を安定
に輸送する機能を有する。電子注入輸送層は、電子注入電極からの電子の注入を容易にす
る機能、電子を安定に輸送する機能を有する。これらの層は、有機ＥＬ発光層に注入され
る正孔や電子を増大し、閉じ込め効果を発揮して発光効率を改善する。有機ＥＬ発光層に
は、発光機能を有する化合物である蛍光性物質を含有させ、ＥＬ現象によって発光する。
【００２８】
陰極として使用する金属電極１８には、低仕事関数で電子注入の容易な金属が適する。陰
極電極材料には、Ａｌ、Ｌｉ、Ｍｇ、Ａｕ、Ａｇ又はこれらの合金を用いることができる
【００２９】
有機ＥＬ層を有する表示素子の製造方法としては、実施の形態１で説明した図３の製造工
程を経て、さらに、図４に示す製造工程を追加することになる。図４において、透明電極
１２と、後で説明する金属電極１８との電気的絶縁を図るため、及び遮光膜１４が導電性
の場合には透明電極１２と遮光膜１４との電気的絶縁を図るため、絶縁膜１６を形成する
（図４（ａ））。絶縁膜１６は、フォトリソグラフィ法、スパッタ法、塗布法、蒸着法、
インクジェット法等で形成することができる。その上面に有機ＥＬ層１７を積層する（図
４（ｂ））。モノカラー表示の場合は単一の有機ＥＬ材料で有機ＥＬ層を形成し、マルチ
カラー表示の場合は各カラーに応じた有機ＥＬ材料で塗り分けて有機ＥＬ層を形成する。
有機ＥＬ層は、フォトリソグラフィ法、スパッタ法、塗布法、蒸着法、インクジェット法
等で形成することができる。さらに、その上面に金属電極１８を形成する（図４（ｃ））
。
【００３０】
本製造方法では、図３に示すように、フォトレジスト１３の剥離と同時に遮光膜と同じ材
料１５をリフトオフ法により除去すると製造工程が簡易になる。また、製造された表示素
子では、図３（ｅ）に示すように、透明電極と遮光膜との間に一定の隙間を設けることが
できる。
【００３１】
このような製造方法で透明電極の間に遮光膜を形成すると、自己整合的に遮光膜のパター
ンを形成することができるため、表示素子の製造工程が簡易になる。また、遮光膜をアル
ミニウム、モリブデン、タングステン、タンタル、クロム等の金属材料で形成した場合で
も、絶縁膜を設けることによって、このような製造方法で形成した遮光膜は透明電極とシ
ョートすることを防止することができる。
【００３２】
また、透明電極の間に遮光膜を有する表示素子は、金属電極間の隙間からの光漏れを遮断
することが可能となり、有機ＥＬ発光表示素子の表示品位を向上させることができる。
【００３３】
（実施の形態３）
実施の形態１又は２で説明した表示素子において、遮光膜１４を金属等の反射率の高い材
料で形成した場合は、表示素子の外部から表示面に向かった光が遮光膜で反射されて表示
素子の表示品位を劣化させる。本実施の形態では、表示素子の劣化を防止する方法につい
て説明する。
【００３４】
図５は、遮光膜を備えた表示面での反射光を遮断する方法を説明する図である。図５にお
いて、１２は透明電極、１４は遮光膜、２１は偏光子、２２は４分の１λ板、２３は表示
素子の表示面である。偏光子２１は１方向の直線偏光のみを通過させる。表示素子２３は
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前述した実施の形態１又は２で説明した表示素子である。
【００３５】
外部での自然光は無偏光のため、偏光子２１は１方向の直線偏光（図５における矢印）の
みが通過する。通過した直線偏光は４分の１λ板２２で円偏光に返還される。円偏光が表
示素子の表示面２３での遮光膜で反射され、再び４分の１λ板２２を通過すると、円偏光
は直線偏光に変換される。但し、偏光子２１を通過した直線偏光に対して９０度偏光して
いるため、偏光子２１で遮断されてしまう。
【００３６】
従って、実施の形態１又は２で説明した表示素子の表示面に偏光子と４分の１λ板を配置
すると、表示面側からの反射光を遮断することが可能となり、有機ＥＬ発光表示素子の表
示品位を向上させることができる。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば透明電極の間に自己整合的に遮光膜のパターンを形
成することができるため、表示素子の製造工程が簡易になる。また、本発明の表示素子は
、有機ＥＬ発光表示素子の表示品位を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の有機ＥＬ表示素子の構造を説明する断面図である。
【図２】　従来の有機ＥＬ表示素子の構造を説明する断面図である。
【図３】　本発明による、透明電極の間に自己整合的に遮光膜のパターンを形成する製造
工程を説明する図である。
【図４】　本発明による、有機ＥＬ発光表示素子を製造する製造工程を説明する図である
。
【図５】　本発明による、表示素子の構造を説明する図である。
【符号の説明】
１１：透明基板
１２：透明電極
１３：フォトレジスト
１４：遮光膜
１５：遮光膜と同じ材料
１６：絶縁膜
１７：有機ＥＬ層
１８：金属電極
２１：偏光子
２２：４分の１λ板
２３：表示素子の表示面
８１：ガラス基板
８２：透明電極
８３：有機ＥＬ層
８４：金属電極
８５：絶縁膜
８６：隔壁
８７：金属電極と同じ材料の金属材料



(7) JP 4040965 B2 2008.1.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(8) JP 4040965 B2 2008.1.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－２９９２６５（ＪＰ，Ａ）
              特表平０８－５１０５８９（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９８／０３４４３７（ＷＯ，Ａ１）
              特表平０８－５０９８３３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３５９０８３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  51/00-51/56
              H01L  27/32
              H05B  33/00-33/28



专利名称(译) 显示元件的制造方法

公开(公告)号 JP4040965B2 公开(公告)日 2008-01-30

申请号 JP2002367790 申请日 2002-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 罗姆股份有限公司

申请(专利权)人(译) ROHM株式会社

当前申请(专利权)人(译) ROHM株式会社

[标]发明人 高村誠

发明人 高村 誠

IPC分类号 H05B33/10 H05B33/02 H01L51/50 H05B33/22 H05B33/14

FI分类号 H05B33/10 H05B33/02 H05B33/14.A H05B33/22.Z

F-TERM分类号 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/BB06 3K007/CB01 3K007/CC01 3K007/DB03 3K007/EA00 3K007
/FA00 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC32 3K107/DD91 3K107/DD97 3K107/EE26 3K107/EE27 
3K107/GG13

代理人(译) 冈田健治

审查员(译) 池田弘

其他公开文献 JP2004200026A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为了解决在通过掩模沉积形成金属电极的分割涂覆方法
中从金属电极之间的空间显示的金属电极后面的吸湿剂或密封板导致显
示质量劣化的问题作为在显示元件中形成阴极的方法。解决方案：为了
解决这样的问题，在透明基板上图案化的透明电极，在透明电极之间形
成的屏蔽膜，覆盖图案化透明电极和屏蔽膜之间的空间的绝缘层以及屏
蔽膜的顶表面，形成在上述顶表面上的有机电致发光层和至少在有机电
致发光层的顶表面上形成图案的金属电极设置在显示元件中。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/be5d9aa2-028b-431f-8d18-6d331c8ca0eb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032764565/publication/JP4040965B2?q=JP4040965B2

